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    В полупроводниковой технологии используют три основных метода легирования кристаллов: ионную имплантацию, диффузию и легирование в процессе выращивания кристаллов. Наиболее универсальным является метод диффузионного легирования. Легирование в процессе роста позволяет получать наиболее совершенные слои и приборные структуры. Метод термомиграции (ТМ) является одним из ростовых методов легирования. Однако в процессе термомиграции может происходить изменение фазового состава поверхностных слоёв кремниевой пластины, что будет оказывать влияние на её электрические свойства. Поэтому в данной работе проводятся исследования состояния  кремниевой поверхности после процесса термомиграции [1]. 
    Исследуемые пластины Si толщиной 500 мкм были легированы алюминием   методом термомиграции в термической вакуумной установке.  Анализ кристаллической структуры образцов проводился методом рентгеновской дифракции на дифрактометре ДРОН-8. Анализ электронного строения поверхностных слоёв глубиной до 120 нм проводился методом ультрамягкой рентгеновской эмиссионной спектроскопии (УМРЭС) на уникальной научной установке РСМ-500.
    По результатам рентгеновской дифракции, в пленках обнаружены отражения от кристаллографических плоскостей (2 0 0) и (4 0 0) кремния и (2 0 2) алюминия. При исследовании «стартовой» стороны Si пластины методом УМРЭС на различных глубинах было обнаружено, что рентгеновские спектры соответствуют кристаллическому кремнию, а сигналы от алюминия не детектируются. В то же время, при анализе «финишной» стороны Si пластины в поверхностных слоях на глубине 35 нм фиксируется наличие оксида алюминия, при этом кремний так же находится в кристаллическом состоянии. При увеличении глубины анализа до 60 нм содержание кремния уменьшается до 20%, а вместо этого обнаруживается метастабильная фаза Al3Si [2], содержание которой составляет около 80%. Алюминий в свою очередь при глубине анализа 60 нм и более находится в поликристаллическом состоянии, при этом сильного окисления не обнаружено. Дальнейшее увеличение глубины анализа до 120 нм обнаруживает увеличение содержания фазы Al3Si до 100%.    
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